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1. 緒言 

非鉛強誘電体材料の中でも、比較的大きな圧電特性かつ高いキュリー温度を持つ
(K,Na)NbO3(KNN)は特に注目されている[1]。KNNは x  0.5にモルフォトロピック相境界を持ち、
高い圧電特性を示す [2]。しかし、強誘電体材料の圧電特性を大きく左右するパラメータの 1つで
あるドメイン構造の影響については十分に明らかにされておらず、調査する必要がある。本研究
では放射光 X線回折(XRD)を用いて、KNN膜の電界誘起歪みとドメイン分率の変化を観察するこ
とにした。 

2. 実験方法 

KNN(x = 0.5)膜を 0.5wt% Nb-doped SrTiO3(001)または(111)基板上に基板温度 700~800℃、酸素分
圧 0.2~1Torrにてパルスレーザー堆積法を用いて作製した。試料表面に白金電極を電子ビーム蒸着
法で成膜した。作製した試料の配向は、XRDを用いて測定した。試料の表面・断面観察には走査
電子顕微鏡を用いた。強誘電特性は、強誘電体テスタを用いて測定した。電界誘起歪みとドメイ
ン分率の変化を SPring-8 BL13XUおよび BL15XUの放射光 XRDを用いて観察した。 

3. 結果と考察 

Fig. 1に、KNN{111}膜のドメイン分率を示す。Fig.1より、電界印加により正方晶(111)のドメイ
ン分率が減少し、単斜晶( 11)のドメイン分率が増加したことが分かる。また、単斜晶(111)のドメ
イン分率は有意に変化しなかった。KNN{111}膜の各ドメインの分極軸の概略図を Fig. 2に示す。
単斜晶(111)ドメインでは、分極軸が電界に対して垂直であるために d33は 0であると考えられる。
一方、正方晶(111)ドメインと単斜晶( 11)ドメインの分極軸は電界に対して平行な成分を持つため
に、d33が 0 でないと考えられる。両者を比較すると、Fig.2 に示すように単斜晶( 11)ドメインの
自発分極の方向は、正方晶(111)ドメインのそれと比べ、電界方向に近い。したがって、電界印加
により正方晶(111)から単斜晶( 11)ドメインへスイッチングしたと考えられる。 
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Fig.1 Domain fraction in {111} KNN film with/without 

the electric field. 

 

 

Fig.2 Schematic illustrations of tetragonal (111)-domain 

and monoclinic  and (111)-domains in {111} 

KNN film. 
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